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概要（Summary ）：

ダイヤモンドの表面を水素終端すると、２次元ホー

ルガスが表面付近に生じ、これが導電性に繋がる。し

かし、これは不安定であるため、表面の保護（パッシ

ベーション）が必要になる。

そこで、水素終端ダイヤモンドの表面に Picosun 社

製 ALD 装置により Al2O3を製膜し、製膜前後での電

気特性の変化を調べた。製膜時の酸化剤には H2O と

O3 の２通りを用いた結果、O3 の場合には製膜温度の

上昇に伴い、製膜後のシート抵抗が顕著に増加した。

これに対し、H2O を用いた場合では、製膜温度を変え

てもシート抵抗に変化が見られなかった。また、Al2O3

膜を堆積することで、高温大気アニール後も導電性を

示した。

これにより、ダイヤモンド基板を用いたデバイスの

長期動作安定性の見通しを得た。

実験（Experimental）：

なし。
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